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1. はじめに 逆構造有機発光ダイオード 

(iOLEDs) [1]は、大気中で不安定な Ca 等の金属

材料が不要で、強固な封止構造を必要としない

利点がある。この iOLEDs において、陰極と発

光層間の大きな電子注入障壁が問題であった

が、最近では炭酸セシウム  (Cs2CO3) や

polyethylenimine (PEI)を陰極上に製膜すること

で電子注入の改善が報告されている[2, 3]。本

報告では陰極として用いた AZO 上に PEI 及び

Cs2CO3 を製膜した iOLEDs を作製し、評価を

行った。その結果、電子注入および正孔ブロッ

ク特性の変化が見られ、インピーダンス分光 

(IS)測定からは、異なるインピーダンススペク

トルが観測された。 

2. 実験及び結果 洗浄した AZO 基板にスピ

ンコート法より PEI、Cs2CO3をそれぞれ製膜し

た。その後、発光層である Poly(9,9-dioctylfluor

-ene-alt-benzothiadiazole) (F8BT)をスピンコー

ト法より形成した。乾燥後、陽極として MoO3

及び Al を蒸着し、封止を施した。素子構造は、

AZO (150 nm)/PEI または Cs2CO3/F8BT (150 

nm)/MoO3 (10 nm)/Al (50 nm)である。電流密

度-電圧特性は Keithley 2611 を用い、輝度-電

圧特性は、Konica Minolta CS-200 を用いた。I

S 測定は、Solartron Modulab を用いた。 

Figure 1 に作製した iOLEDs の電流密度-輝

度-電圧 (J-L-V)特性を示す。PEI を有する iOL

EDs の方がより低電圧で高輝度な発光が得ら

れたため、PEI は Cs2CO3 に比べ、電子注入が

良好であると考えられる。また、2 V 付近の電

流閾値電圧以下における暗電流から、PEI 及び

Cs2CO3 の製膜により、正孔阻止能力が大幅に

改善することを確認した。 

直流印加電圧 1.5 V におけるモジュラスプ

ロット (Mplot)を Fig. 2 に示すが、各々のデバ

イスで異なる挙動が観測された。特に、AZO

上に直接 F8BT を製膜した iOLEDs と PEI また

は Cs2CO3 を有する iOLEDs において、Mplot

に大きな違いが見られた。PEI や Cs2CO3 の製

膜により、F8BT と電子注入層界面付近の電子

状態が電子注入層の無い iOLEDs と異なると

思われる。当日は等価回路解析の結果を議論す

る予定である。 
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Fig. 1 J-L-V characteristics of iOLEDs (current 
density: filled symbols, brightness: open symbols). 

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

 AZO
 AZO/PEI
 AZO/Cs

2
CO

3

Im
[M

] 
(1

/n
F
)

 

Re[M] (1/nF)  
Fig. 2 M plot of iOLEDs. 
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